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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月9日(2012.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子であって、
　基板と、
　前記基板の上に位置する第一クラッド層と、
　前記第一クラッド層の上に位置する活性領域と、
　前記活性領域の上に位置する第二クラッド層と、
　を含み、
　前記活性領域は、不純物が添加されている第一型の障壁層と、不純物が添加されていな
い第二型の障壁層と、を含み、且つ、前記第一型の障壁層は、前記第二型の障壁層よりも
前記第一クラッド層に接近する、半導体素子。
【請求項２】
　前記活性領域は、多重量子井戸構造を有し、前記多重量子井戸構造は、複数対の量子井
戸層／障壁層を含み、且つ、前記各々の対の量子井戸層／障壁層のうち量子井戸層は、活
性層とされ、当該活性層にはキャリアが結合され光子を生成する、
　請求項１に記載の半導体素子。
【請求項３】
　前記各々の対の量子井戸層／障壁層のうち障壁層は、前記第一型の障壁層又は前記第二
型の障壁層であり、且つ、前記第一型の障壁層の数は、前記第一型の障壁層の数と前記第
二型の障壁層の数との総数の二分の一以下である、
　請求項２に記載の半導体素子。
【請求項４】
　前記各々の対の量子井戸層／障壁層のうち、前記第一クラッド層に接近する障壁層は、
前記第一型の障壁層であり、前記第二クラッド層に接近する障壁層は、前記第二型の障壁
層である、
　請求項２に記載の半導体素子。
【請求項５】
　前記基板は、ｎ型ＧａＡｓ基板であり、
　前記第一クラッド層は、ｎ型ＡｌＩｎＰ、ＡｌＧａＩｎＰ又はＡｌＧａＡｓクラッド層
であり、
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　前記第二クラッド層は、ｐ型ＡｌＩｎＰ、ＡｌＧａＩｎＰ又はＡｌＧａＡｓクラッド層
であり、
　前記第一型の障壁層は、ｐ型不純物添加層である、
　請求項１に記載の半導体素子。
【請求項６】
　前記第一型の障壁層及び前記第二クラッド層に添加されているｐ型不純物は、マグネシ
ウム（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚｎ）、ベリリウム（Ｂｅ）及び炭素（Ｃ）からなるグループより
選出された一つ又は一つ以上の、正孔を提供できるｐ型不純物である、
　請求項５に記載の半導体素子。
【請求項７】
　前記第一型の障壁層及び前記第二クラッド層にそれぞれ添加されている不純物は、異な
る元素である、
　請求項６に記載の半導体素子。
【請求項８】
　さらに、前記ｐ型クラッド層の上に位置する転換層と、当該転換層の上に位置する電流
拡散層と、を含む、
　請求項５に記載の半導体素子。
【請求項９】
　半導体素子であって、
　永久基板と、
　前記永久基板の上に位置する接合層と、
　前記接合層の上に位置する第二クラッド層と、
　前記第二クラッド層の上の位置する活性領域と、
　前記活性領域の上に位置する第一クラッド層と、
　を含み、
　前記活性領域は、不純物が添加されている第一型の障壁層と、不純物が添加されていな
い第二型の障壁層と、を含み、且つ、前記第一型の障壁層は、前記第二型の障壁層よりも
前記第一クラッド層に接近する、半導体素子。
【請求項１０】
　さらに、前記接合層の上に位置する電流拡散層と、当該電流拡散層と前記第二クラッド
層との間に位置する転換層と、を含む、
　請求項９に記載の半導体素子。
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